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Vo^ffentlldit 

Mit intemaiionaUm Recherchenbericht, 

Vor Ablauf <Ur fir Anderungen der Anspruche zu^class^nen 

Frist, VerdffentUchung wird wiederhoit falls Anderungen 

eintreffen. 



(54) Title: POLYMER STUD GRID ARRAY 
(54) Bezeiduiung: POLYMER STUD GRID ARRAY 
(57) Abstract 



The new structure 
comprises: an injection 
moulded three-dimensional 
substrate (S) made from 
an electrically insulating 
polymer, two^dimensionally 
configured polymer bumps 
(PS) form«l during the 
injection-moulding process 
on the underside of the 
substrate (S); external 
connections (AA) fonncd 
on the polymer bumps (PS) 
by solderable end surfaces; 
conducting paths (LZ) at 
least on the underside of the 
substrate (S) to connect die 
external connections (AA) to 
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(57) Zummmmfflswing 

Die ncuc Bauform umfafll cin spriagcgosscncs. dreidimcnsionaics Substrai (S) aus eincm clcktrisch isolicrtndcn Polymer, auf dcr 
Untcreeite des Substrats (S) flftchig angeoninctc imd bcim SpritzgieBen mitgcfonnle PolymcrhCckcr (PS), auf den Polymcrh6ckcni (PS) 
dmch cine lOtbare Endobcrflftche gcbildetc AuBcnanschlQssc (AA), rumindcst auf dcr Untcrecitc des Substrats (S) ausgcbildcte LeiterzQgc 
(LZ) die die AuBcnanschlQssc (AA) mit InncnamchlQsscn (lAl) verbindca, und mindcstcns cincn auf dem Substiat (S) angcordnetcn Chip 
fCn desscn Ansch3Qssc (CAl) mit den InncnanschlQsscn elctaisch Iciiend vcrbuiKlen sind. Die ncuc fUr Single-. Few- oder Multi-Chip- 
Modlilc gecienctc Baufoim vereinigt die Vortcilc cincs Ball Grid Amys mit den Vortcilcn der MID Technologic (Moulded Interconnection 
Devices) Dic-Herstcllung und MctaDisienrng dcr PolymcrhiVrker (PS) kann dabci im Rahmen dcr bci der MID Technologic ohnehin 
^rfordcrlichen Vcrfahicnsschrittc mit elncm minimalen rusatzlichen Aufwand vorgenommen werdcn, 
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falxren. In die dreidimensionalen Spritzgiefiteile mit struktu- 
rierter Metallisierung sind dabei mehrere meclianische irnd 
elektrische Funktionen integrierbar . Die GehausetrSgerfunkti- 
on Obeminimt gleichzeitig Fuhrungen und Sclmappverbindungen. 
wihrend die Metallisierungsschicht neben der Verdrahtiings- 
imd Verbindungsfunktion auch als elektromagnetische Abschir- 
mung dient und filr eine gute WSnneabfuhr sorgt. Weitere Bin- 
zelheiten zur Herstellimg von dreidimensionalen SpritzgieB- 
teilen mit integrierten Leiterzugen, gehen beispielsweise aus 
der DB-A-37 32 249 Oder der EP-A-0 361 192 hervor. 



Aus der US -A- 5 081 520 ist ein Verfahren zum Befestigen von 
IC-caiips auf Substraten bekaxint, bei welchem die Substrate 
als Spritzgiefiteile mit integrierten Hfickem filr die Befesti- 
15 gung der IC-Chips hergestellt werden. Nach dem Metallisieren 
der HScker wird eine Verbindungsschicht aufgebracht, so dafi 
die IC-Chips auf den Svibstraten befestigt werden k6nnen, 
wobei die diip-Anschlufif lichen mit den zugeordneten Metalli- 
sierungen der Hflcker elektrisch leitend verbunden werden. 



Der im Anspruch 1 angegebenen Erf indung liegt das Problem 
zugrunde. eine neue Bauform fflr Single-. Few- oder Multi- 
Chip-Module zu schaffen, welche die Vorteile der MID Techno- 
logie aufweist und eine flichige Anordnung der Aufienanschlus- 
25 se, wie beim Ball Grid Array ermSglicht . 

Die erfindxingsgemase Bauform ist in Anlehnung an das Ball 
Grid Array (BGA) als Polymer Stud Grid Array (PSGA) bezeich- 
net, wobei der Begriff "Polymer Stud" auf die beim Spritzgie- 
30 fien'des Substrats mitgeformten PolymerhScker hinweisen soli. 
Neben der einfachen und kostengunstigen Herstellung der Poly- 



n-^^len Aurwana zutacLuainrii i.l^- ---- 
35 der SIL-Technik ublichen Herstellung der Leiterzuge vorge- 
^^^,^^3^^ werden. Durch die bei der SIL-Technik bevorzugte La- 
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fahren. In die dreidimensionalen Spritzgiefiteile mit etruktu- 
rierter Metallisiening sind dabei mehrere mechanische und 
elektrische Funktionen integrierbar . Die GehSusetragerfunkti- 
on Obemiinmt gleichzeitig Fuhrungen und Schnappverbindungen. 
wanrend die Metalliaierungsschicht neben der Verdrahtungs- 
und verbindungsfunktion auch als elektromagnetische Abschir- 
iming dient und filr eine gute warmeabfubr sorgt. Weitere Ein- 
zelheiten zur Herstellung von dreidimensionalen Spritzgiefi- 
teilen mit integrierten Leiterzugen, gehen beispielsweise aus 
der DB-A-37 32 249 Oder der EP-A-0 361 192 hervor. 

AUS der US-A-5 081 520 ist ein Verfahren zum Befestigen von 
IC-Chips auf Substraten bekannt, bei welchem die Substrate 
als spritzgiefiteile mit integrierten Hickem fxir die Befesti- 
gting der IC-Qxips hergestellt werden. Nacb dem Metallisieren 
der H6cker wird eine Verbindungsschicht auf gebracht , so dafi 
die IC-Chips auf den Substraten befestigt werden kCnnen. 
wobei die Cbip-Anschlufif l&chen mit den zugeordneten Metalli- 
sierungen der H6cker elektrisch leitend verbunden werden. 

Der im Anspruch l angegebenen Erf indung liegt das Problem 
zugrunde. eine neue Bauform fiir Single-. Few- Oder Multi- 
Chip-Module zu schaffen, welche die Vorteile der MID Techno- 
logie aufweist und eine fiachige Anordnung der Aufienanschlus- 
se, wie beim Ball Grid Array erm6glicht. 

Die erfindungsgemase Bauform ist in Anlehnung an das Ball 
Grid Array (BGA) als Polymer Stud Grid Array (PSGA) bezeich- 
net wobei der Begriff "Polymer Stud" auf die beim Spritzgxe 
fien'des Substrats mitgeformten PolymerhScker hinweisen soil. 
Neben der einfachen und kostengunstigen Herstellung der Poly 
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Polymerhickem mic hohen Anschlufizahlen in einem sehr feinen 
Raster realisiert werden. Hervorzuheben ist femer, daB die 
Tenperaturausdehnung der Polymerh6cker den Temperaturausdeh- 
nungen des Substrats und der das Modul aufnehmenden Leiter- 
platce entspricht. Sollten mechanische Spannungen auftreten, 
so ermiglichen die PolymerhScker durch ihre elastischen Ei-' 
genschaften zumindest einen teilweisen Ausgleich. Durch die 
Porrnstabilitat der auf den PolymerhOckem gebildeten AxiBenan- 
schliisse, kann auch die Sicherheit bei Reparatur und Aus- 
tausch gegenuber den Ball Grid Arrays mit ihren durch Lot- 
bScksr gebildeten AuSenanschlassen erheblich gesteigert wer- 
den, 

Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den Unter- 
15 cuisprilchen angegeben. 

Die Ausgestaltung nach Anspruch 2 errnfiglicht eine versunkene 
Montage der Chips in Mulden der spritzgegossenen Substrate, 
wodurch eine extrem geringe Dicke der resultierenden Single-, 
Pew- Oder Multi-Chip -Module realisiert werden kann. Die ver-' 
sunkene Montage errodglicht auBerdem einen optimalen Schutz 
der Chips, sowie eine einfache und hermetisch dichte Verkap- 
selung. 
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Die Weiterbildung nach Anspruch 3 enn6glicht eine Kontaktie- 
rung der Chips in der bewihrten Drahtbond-Technik . GemAB An- 
spruch 4 kann die Anbringung der KontaktierdrShte durch die 
Anordnung der Innenanschlusse auf einer Stufe der Mulde er- 
leichtert werden. 

GemiS Anspruch 5 kann fur die Kontaktiemma d^r- r^^rr- . .-v 



Bei der PI ipchip-Kontaktierung konnen geiuAfi Anspruch 6 zur 
Direktverbindung der Chipanschlusse mit den zugeordneten In- 

. - ■- . 4 . . 1 1 — *. d ^ ^ .n ....... v_ K r-* 7 

^..i u s gei: 1 1 d e c s e in . 
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GemiS Anspruch 7 kfinnen bei der Flip chip -Kontaktierung aber 
auch die Innenanschlusse durch beim Spritzgiefien des 
Substrata mitgefortnte iind mit einer Ifitbare Bndoberf ISche 
versehene Polymerhficker gebildet sein. Hierdurch k6nnen ei- 
nerseits normale Cbips ohne schmelzf Sliige HScker verwendet 
werden, wShrend andererseits die Herstellung und Metallisie- 
mng der Polymerhficker bei der MID Technologie praktisch ohne 
zusdtzlichen Aufwand durchgefOhrt werden kann. Die Polymer- 
hScker haben zusAtzlich den Vorteil, dafi sie einen elasti- 
schen Ausgleich zwischen unterschiedlichen Ausdehnxingsverhal- 
ten von Substrat xind Chip erlauben. 

Ausfahningsbeispiele der Erfindiing sind in der Zeichnung dar- 
gestellt und werden im folgenden nAher beschrieben. 

Es zeigen 

Figur 1 einen Schnitt durch ein Polymer Stud Grid Array mit 
einem in Drahtbond-Technik kontaktierten Chip, 

Figur 2 einen Schnitt durch ein Polymer Stud Grid Array mit 
einem gemilS einer ersten Ausfuhrungsf orm in Flipchip- 
Technik kontaktierten Chip, 

Figur 3 einen Schnitt durch ein Polymer Stud Grid Array mit 
einem geraiiS einer zweiten Ausfillirungsf orm in Plip- 
chip-Technik kontaktierten Chip, 

Figur 4 einen Schnitt durch das Substrat des in Figur 1 dar- 
gestellten Polymer Stud Grid Arrays mit einer Drauf- 



Figur 5 einen vergr6fierten Ausschnitt der Figur 4 mit Aufien- 
anschlussen , Leit erzuqen und Irinenanschlussen , 
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Figur 1 zeigt einen Schnitt durch einen Teil eines Polymer 
Stud Grid Arrays mit einem in DrcQitbond-Technik kontaktierten 
Chip CI. Basis des dargestellten Arrays ist ein Substrat S, 
das mit "Polymer Studs" bzw. Polymerhfickem PS und einer 
Mulde Ml versehen ist, wobei die Mulde Ml eine mit ST be- 
zeichnete Stufe aufweist. Die Herstellung des Sxibstrats S 
einschliefilich Polymerh6ckem PS, Mulde Ml und Stufe ST, er- 
folgt durch Spritzgiefien, wobei als Substratmaterialien hoch- 
tegperaturbestandige Thermoplaste, wie Polyetherimid, Po- 
lyethersulf on oder Liquid Cristalline Polymers geeignet sind. 

Das in Figur 1 dargestellte Substrat S wird entsprechend der 
MID Technologie ganzflSchig metallisiert und dcinn einem La- 
serstrukturierungsverf ahren unterzogen, wobei als Ergebnis 
dieser Laserstrukturierung Aufienanschliisse AA auf den Poly- 
merhfickem PS, Innenauischliisse lAl auf der Stufe ST und sich 
dazwischen erstreckende Leiterzilge LZ verbleiben. Die Au&en- 
anschliisse AA sind ira Kuppenbereich mit einer Lotschicht LS 
versehen, wobei diese Lotschicht LS beispielsweise durch eine 
Zinn-Blei-Legierung gebildet ist. Anstelle der Lotschicht LS, 
kann auch beispielsweise eine aus einer Schichtenf olge von 
Nickel und Gold bestehende 16tbare Endoberf ISche vorgesehen 
sein. Die auf der Stufe ST angeordneten Innenanschliisse lAl 
sind uber Kontaktierdrdhte KD mit den Anschlussen CAl des am 
Boden der Mulde Ml in Face up-Lage befestigten Chips CI ver- 
bunden . 

Das in Figur 1 dargestellte Polymer Stud Grid Array wird mit 
den auf den PolymerhSckem PS gebildeten Aufienanschlussen AA 
nach unten auf einer nicht dargestellten Leiterplatte oder 

Bauqmppe kontakt ierf . Entaeaen der in Fiqur 1 darQestel 1 rc^r-. 

. . O G K S IT I ^ - U m O. -I 1 i C S IT S e 1 C t-.^ l1 b ^ S C Z" 3. C b 

Figur 2 zeigt einen Schnitt durch einen Teil eines Polymer 

S *: d. : i.d Arrays n e i. 1:1 e :n q e rrA Z '.t i n g t. e n A v: s f u h. i n g c f ::■ :. , 
rn Fl ipchip-Technik kontaktierten Chip C2 . Irr. Unt ex'schied 
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Figur 1 liegen hier die mit IA2 bezeichneten Innenanschlusse 
am Boden einer mit. M2 bezeichneten Mulde, Der in Face down- 
Lage in der Mulde M2 euigeordnete Chip C2 besitzt Chipan- 
schlusse CA2 in Form schmelzf Shiger H6cker, die auf den zuge- 
5 ordneten Innenauischlussen IA2 aufliegen iind mit diesen beim 
Lfiten verbunden werden, 

Figur 3 zeigt einen Schnitt durch einen Teil eines Polymer 
Stud Grid Arrays mit einem gemifi einer zweiten AusfQhrungs- 

10 form in Flip chip -Technik kontaiktierten Chip C3 . Ira Unter- 

schied zu den Figuren 1 und 2 sind die hier mit IA3 bezeich- 
neten Innenanschlilsse durch zusAtzlich beim SpritzgieSen des 
Substrats S im Bodenbereich der Mulde M3 mitgef ormte und mit 
einer Ifitbaren Endoberf liche versehene Polymerh6cker PH ge- 

15 bildet. Die PolymerhScker PH fir die Innenanschlilsse IA3 wei- 
sen etwa ein Drittel des Volumens der Polymerhficker PS fiir 
die Aufiencmschlusse AA auf. Der in Face down-Lage in der 
Mulde M3 angeordnete Chip C3, liegt mit seinen ChipanschlQs- 
sen CA3 auf den zugeordneten Innenanschlxissen IA3 der Poly- 

20 merh6cker PH auf und wird mit diesen durch L6ten verbunden. 
Das hier nicht dargestellte Lot kann beispielsweise in Form 
einer im Kuppenbereich auf die Innenanschlusse IA3 aufge- 
brachten Lotschicht bereitgestellt werden, in gleicher Weise, 
wie bei den Aufienanschlussen AA. 

25 

Die Figuren 4 und 5 zeigen Einzelheiten des in Figur 1 darge- 
stellten Polymer Stud Grid Arrays, wobei das Substrat S hier 
jedoch vor der Befestigung des Chips CI in der Mulde Ml dar- 
gestellt wurde. Es ist zu erkennen, dafi die auf den Polymer- 
3 0 h6ckem PS gebildeten Aufienanschlusse AA reihenweise in einem 
f einen Raster angeordnet werden k6nnen. Die bei der MID Tech- 

aui aer bLuie ST ^ leyeiidt:!. laaenanscn^usse lAl ,. 



Die vorstehend anhand der Figuren 1 bis 5 erlAuterten Ausfuh- 
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Arrays mit auf PolymerhSckem gebildeten Aufienanschlussen. 
Abweichend von der in der Zeichnung dargestellten Form kSnnen 
die PolymerhScker auch andere Forroen, wie z.B. eine Kegel - 
stun53ffonn aufweisen. Obwohl jeweils nur ein Chip dargestellt 
wurde, kann die neue Bauform bei Single-, Few- oder Multi- 
Chip-Modulen angewandt werden. Die Chips k6nnen auch bei- 
spielsweise durch Ausgiefien der Mulden oder durch die Anhrln- 
gung von Deckeln verkapselt werden. Auf der Oberseite und den 
seitlichen Flichen des sprit zgegossenen Substrats kann auch 
eine Metallisierungsschicht als elektromagnetische Abschir- 
isung Oder fir eine gute Warmeabfuhr verbleitoen. Bs ist jedoch 
auch mdglich, das Substrat mit Durchkontaktierungen zu verse- 
hen, und auf der Oberseite eine zweite Verdrahtungslage anzu- 
ordnen. Auf dieser zweite Verdrahtungslage k6nnen nach dem 
Aufbringen entsprechender Dielektrikumsschichten auch weitere 
Leiterebenen nach Art einer Mehrlagenverdrahttmg gebildet 
werden. Bei einem mit Durchkontaktierungen versehenen 
Substrat, kflnnen die Polymerhficker und der Chip oder die 
Chips durchaus auch auf verschiedenen Seiten des Substrats 
angeordnet sein. Eine derartige Anordnung von Polymerhflckem 
xind Chips auf gegeniiberliegenden Seiten des Substrats ist 
insbesondere bei groSen Chips, die eine Vielzahl von zugeord- 
neten AuSenanschlussen benCtigen, interessant. 
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Patentanspriiclie 

1 . . Polymer Stud Grid Array 
mit 

- einem spritzgegossenen, dreidimensionalen Substrat (S) aus 
einera elektrisch isolierenden Polymer, 

- auf der Unterseite des Substrata (S) flichig angeordneten 
und beim SpritzgieBen mitgeformten PolymerhScJcem (PS), 

- auf den Polymerh6ckem (PS) durch eine 16tbare EndoberflS- 
che gebildeten AuSenanschlussen (AA) , 

a,,^' Af,T Unterseite des Substrats (S) ausgebilde- 

ten Leiterzxigen (LZ) , welche die Aufienanschliisse (AA) mit 
Innenanschlxissen ( lAl ; IA2 ; IA3 ) verbinden, und mit 

- mindestens einem auf dem Substrat (S) angeordneten Chip 
(C1;C2;C3). de s sen Anschluss e (CA1;CA2;CA3) mit den Innen- 
anschlussen (IA1;IA2;IA3) elektrisch leitend verbunden 
sind. 

2. Polymer Stud Grid Array nach Anspruch l, 
dadurch g e k e n n z e i c hn e t , 

daS der Chip (C1;C2;C3) in einer Mulde (M1;M2;M3) des 
Substrats (S) angeordnet ist. 

3 . Polymer Stud Grid Array nach Anspruch 2 , 
dadurch g e k e n n z e i c h n e t , 

dafi der Chip (CI) in Face up-Lage in der Mulde (Ml) angeord- 
net ist, und da£ die Anschlusse (CAl) des Chips (CI) uber 
Kontaktierdrfihte (KD) mit den zugeordneten Innenanschlussen 
(lAl) elektrisch leitend verbunden sind. 

4. Polymer Stud Grid Array nach Anspruch 3, 



(Mi) angeordnet sma. 

^ Q^-'i-i Grid Array nach Anspruch 2, 
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daB der Chip (C2;C3) in Face down-Lage in der Mulde (M2;M3) 
angeordnet ist, und dafi die Anschlilsse (CA2;CA3) des Chips 
(C2;C3) mittels Flipchip-Kontaktierung mit den am Boden der 
Mulde (M2;M3) angeordneten Innenanschlussen (IA2;IA3) elek- 
trisch leitend verbunden sind. 

6. Polymer Stud Grid Array nach Anspruch 5, 
dadurch g e k e n n z e i c h n e t , 

daS die Anschlxisse (CA2) des Chips (C2) als schmelzfihige 
H6cker ausgebildet sind. 

7. Polymer Stud Grid Array nach Anspruch 5, 
dadurch g ek e nn z e i c h n e t , 

dafi die Innenanschiasse (IA3) durch zusStzliche beim Spritz- 
giegen des Substrats (S) mitgeformte und mit einer Ifitbaren 
Endoberfiache versehene Polymerh&cker (PH) gebildet sind. 



PCT/EP95/03763 
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US. A, 3 271 507 (ALLOYS) 6 September 1966 
see claim 1; figures 5,6 


' 1-3 
4 


Y 


WO, A, 89 10005 (BOLGER) 19 October 1989 
see clains 1,5; figure 58 


1-3 


A 


US, A, 3 483 308 (TEXAS) 9 December 1969 
see claim 1; figure 4 


1.3 


A 


EP,A,0 558 325 (HUGHES AIRCRAFT) 1 

September 1993 

see claim 1; figure 10 


5-7 


A 


US, A, 5 081 520 (MINOLTA) 14 January 1992 
see claim 1; figure 16 


5-7 



□ 



Furtho' docLBnena arc Ualed m the oontmuattoo of box C. 



0 



Patent Camdy m e m b er s arc Uxted in annex. 



* Speoai calcgonex of ated doctxncna : 

'A* docwaent defining tf&c fcncral state of the art wtacfa u not 

coomdcrcd oo be of parbcuUr rdcvaacc 
'E' earlio' dooument but puhli^Md on or after the toicrnatiofial 

IT document which may (tarow doubts on pctoeity daini(s) or 
wfascb It ated to rtuMwh the pufaiicattoo dau of ancKhcr 
dtaaon or other tpeoal reason (as ^>ealicd) 

'O' d o c u oKist refcmnf to an oral diadocure, use, exhibchoo or 



"P Latta- docuzx>mt puUurtMd after the tntematianai filinf date 
or pnonty dale arkd not m conflict w^th the apfiijcanon hut 
ated to uKAentaad the pnnaplc or theory underlymc ttke 
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*X* docmczit o( parbctMar rdcvancc; the daimed invcnQoo 
camot be uj ua dtred oovd or cannot be cooKkrvd to 
itkvotw an invcniiv* mt^ when the rtnngnent u taken alone 

nr docwcnt of particular rdevanoe; the daimcd mveotion 

camot be oonadered to involve an tnvcnCivc step when the 
doctxnent ts oombuxd with one or more ocher sudi docu- 
f>Mt^, such oomfauiahoo ban^ obvious to a person lioUed 
tn the art. 



L 



Name a»l addrcn of the tSA 

EiMT>peaa Psimi OfBoe, P B. 5111 Patmdaan 2 

Fur ( ' M -XP) 3-4O-50I6 



AiAhonxed ofBccr 



. e K d e V e , ^■ 



INT^^b^ATIONAL SEARCH REPORT 



Puenl document 
dtetj in search report 



publicalion 
dale 



Ul AppiiCAQOQ No 

PCT/EP 95/03763 



Puenl ftmily 
meTnber($) 



Publk:alion 



06-09-66 



NONE 



WO-A-8910005 


19- 


10-89 


US-A- 
EP-A- 
JP-T- 


5072283 
0411015 
3503699 


10-12-91 
06-02-91 
15-08-91 


US-A-3483308 


09- 


•12-69 


OE-A- 
FR-A- 
GB-A- 
NL-A- 


1952569 
2021493 
1263126 
6915455 


06-05-70 
24-07-70 
09-02-72 
28-04-70 


EP-A-0558325 


01- 


-09-93 


US-A- 
JP-A- 


5245750 
6045403 


21-09-93 
18-02-94 


US-A-5081520 


14- 


-01-92 


JP-A- 
JP-A- 


4010447 
2302050 


14-01-92 
14-12-90 



p<:t • '>«u^ f»»7 1^^^ 



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 



[Dtcmr Ja A.Jctcnzacbcn 

PCT/EP 95/03763 



A. KtASSIFIZIERUNC OE5 ANMELOUNGSGECENSTANDES 

IPK 6 H01L23/13 H01L23/498 



NAch dcr IntgTiAOonaien PatenadAiafikAaon (IPK) oder luch dcr aaaon*len KJ*cifikjiaon und der IPK 



a RECHERCHIERTE GEBIETE 



Rechcrchimcr Mindextpniiscoa (KI«makaaotm)«tcm und KlAssfikAaocmymbolc ) 

IPK 6 HOIL 



ReciKrclucrtc aber tacht sum Miodextprufstorr fcborentU Vcrorrentlichunfcn. sotmt dies* unter die recherchimen Gcbicte Men 



Wihrmd dcr iniemftDoculcn Rccberchc konsulome eleJctrormche Datenbuik (Name dcr OaienbuA und evtl. venrendetc Suchbcfnfre) 



C, ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNfTERLAGEN 



Katefonc' Bczetduiimc dcr Vcroaeotlichuns, wowaX crforderlich untcr Ancabc dcr in Betr»cfat kocncnendcn Tale 



Betr. Ansprucfa Nr. 



US,A,3 271 507 (ALLOYS) 6. September 1966 
siehe Anspruch 1; Abblldungen 5,6 



WO, A, 89 10005 (BOLGER) 19. Oktober 1989 
siehe Anspriiche 1,5; Abbildung 5B 

US, A, 3 483 308 (TEXAS) 9. Dezember 1969 
siehe Anspruch 1; Abbildung 4 

EP.A,0 558 325 (HUGHES AIRCRAFT) 1. 
September 1993 

siehe Anspruch 1; Abbildung 10 

US.A.S 081 520 (MINOLTA) 14. Januar 1992 
siehe Anspruch 1; Abbildung 16 
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4 

1-3 
1,3 
5-7 
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□ Wdterc VerdfTcxtflicfamfai urd dcr Fortaetzmf von Fdd C zu 
cntuclMWM 



SidK AAhAOf PatcntfAmiljc 



Bcaondcrc K&te(onai von AnfCfcbcnen Veronczxchchurifcn 
A' VcroacBtlicfaunc die da ailtcmcinen Stazvi dcr Tecfamk dcfizncrc, 
abcr ncht ait bcaondcn bcdnitxam anzusebcn M 

E' illerei Dokument, das jcdodi erst am oder nach don intcmationalcn 
Anmddedatucn verbAcndidit wocdcn tat 

L' Vcrdflcntlictiimf, die fecicnct m, tunen Prionticiaoiprucfa zwcifdhaA er- 
adictacn zu Lajvco, oda* wwrix die daj VcrofTaitlJchtsifydatum cm«r 
Adcrcn tm Recfaercbcnbencfac (CZUMiten VcrdnenHicfatmf bdeft wcrden 
aoU Oder ^c am cioena andercn beaondcren Grund anfcgcben ttt (wie 

O' Vet^enciichunc die ncfa auf etne muodidkr OfTeob*runf, 

one BenuezuQc cirx AuaBtdJunf oder anderr MaBciaiuncn bcnchi 

-■rrofTcnCiichun^ djt v-rir cU~m i.n.tfm*X3 ocuUcr, A rtmekJedxnjLr"" * - 



T* Spaicrc VcroiTcndicliun^ die nach dem utcmaQonalen Anmddedajcum 
Oder don Prion catadaium vcrorTcndicfat worden tit laid nc dcr 
Annddunf tacht koUjdtcrt, aondem nur zumVesrtuidnu dea dcr 
ExfiadUQf rucruadehefcndcn Pmuxpa oder dcr ihr zu^rmnithtfeodai 
Tbconc an fetc b en iai 

"X* Ver6(Tcntl irhunf von boonderer D«deutuog: die beaospruchte Erfirvtmi 
kaan all cm auTerund <hcaer VerdfTeniJcbun^ ntcht aU neu oder aui' 
erfindenachcr Tatig^cat bcnA^od bctracistct wcrdcn 

"Y* VerofTcntlicfaUD^ von besondera- Bedeucung; doe bcampntchCc Erfindung 
kann rucht aii auf erfinderuchcr Tati|;ke( bcruhcnd betrachtct 
wenlen« weno die Ver6(Tegiflictmin nut either oder mchrerca andercn 
VerofTcnliicfauiCcn dieaer KaXcfonc in VcrbtDduos (chradkC wird und 

dkcm Vcrtindunf Tur anen Facbmann nahejiefcna urt 



'«rrKaeCLij::Lrr-: rir* ■.rztrmxQCjrvJucn. 
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Name und PocUnadtsnft der IntcrnaftooaJe Rechu a MJibchordc 
Europii^dva Patoatamt. P.B. 511 1 Patmtlaan 2 

SL - 22X0 HV 



BevcWJmAcho jter Bcdjertftcier 



u e '^ d e y e , 



INTERNATIONWKR RECHERCHENBERICHT 



I PCI 



PCT/EP 95/03763 



Im Recherchcnbcricht 
ingcfuhrtes Pitentdokumcnt 


Datxim der 
Veroffcntlichung 


Mii«lk^i(er) <kr 
Palentfuniltc 


D&lum dcr 
V cr o ff end tch u ng 


US-A-3271507 


06-09-66 
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US-A- 
JP-A- 


5245750 
6045403 


21-09-93 
18-02-94 


US-A-5081520 
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14-01-92 
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